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Optička litografija, ključna tehnika u području mikroproizvodnje, predstavlja temelj za izradu
složenih uzoraka na waferima od silicija, neophodnih za razvoj mikroelektroničkih uredaja i integri-
ranih krugova. U nastavku ovog rada detaljno se opisuju svi koraci procesa optičke litografije koji
su potrebni za izradu kontakata reda veličine 10 mikrona, prikladnih za mjerenje svojstava kvazi
2D ili tankih 3D materijala. Proces započinje pripremom wafera, uključujući temeljito čǐsćenje i
premazivanje tankim slojem fotosenzitivnog materijala, pozitivnog fotorezista, na wafer tehnikom
”spin coating”. Naknadno ”soft bake” grijanje wafera uklanja otapala i osigurava ravnomjeran sloj
debljine nekoliko mikrona, završavajući pripremu za ključni korak ekspozicije dizajna. Nakon eks-
pozicije fotorezist se razvija u odgovarajućoj otopini, te se u nastale udubine naparuje 2 nm kroma
i nakon toga 30 nm zlata. Otapanjem u acetonu ukloni se preostali neosvjetljeni fotorezist, te na
waferu preostaju samo kontakti od zlata. Kontakti su uspješno proizvedeni s najtanjim značajkama
širine 40 mikrona. Testiranje maksimalne rezolucije nije uspjelo zbog prekratkog vremena ekspozi-
cije.

I. UVOD

Optička litografija je ključan i složen proces koji
leži u srcu modernog proizvodnog procesa poluvodičkih
uredaja, igrajući ključnu ulogu u stvaranju mikroelek-
troničkih uredaja i integriranih krugova. Riječ fotolito-
grafija dolazi iz tri grčke riječi: photo, litho i grapho koje
po redu znače svjetlo, kamen i pisanje. Kao što samo
ime sugerira, fotolitografija je metoda printanja u kojoj
svjetlost igra ključnu ulogu.

Slika 1: Standarni koraci optičke litografije

Proces počinje nanošenjem materijala osjetljivog na svje-
tlost (fotorezista) na podlogu, tipično wafer od sili-
cija. Zatim se preko fotorezista postavlja fotomaska koja
sadrži željeni uzorak. Svjetlo prolazi kroz fotomasku, eks-
ponirajući fotorezist na željenim područjima. Izložena
područja prolaze kroz kemijsku promjenu, što ih čini to-
pivim ili netopivim u otopini razvijača (eng. developer),
ovisno o tipu korǐstenog fotorezista. Nakon razvijanja,

uzorak se prenosi na podlogu najčešće procesima na-
parivanja metala i jetkanja (eng. etching). Razvijanje
metode je počelo sredinom prošlog stoljeća, te se konti-
nuirano razvijala do danas. Trenutno se na Tajvanu u
tvornici TSMC rutinski proizvode čipovi s tranzistorima
veličine 3 nm. Bez optičke litografije moderna tehnologija
ne bi bila moguća. U ovom radu cilj je fotolitografijom
proizvesti kontakte reda veličine 10 mikrona prigodne za
mjerenje svojstava kvazi 2D ili tankih 3D materijala.

II. EKSPERIMENTALNA METODA

II.1. Priprema wafera

Prvi korak pripreme wafera je njegovo rezanje na kva-
dratiće prikladne veličine. Waferi dolaze u obliku kruga
promjera 6 inča (15.24 cm), te se režu na kvadrate dimen-
zija 1x1 inč (2.54 cm). Ova veličina je prikladna za ovaj
eksperiment jer daje dovoljnu površinu za printanje 16
uzoraka kontakata po waferu uz rub koji se može hvatati
s pincetama i sličnim pomagalima pri prenošenju wafera
bez oštećenja dobivenih kontakata.

Slika 2: Razdvajanje dva dijela wafera




